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【はじめに】強誘電体プローブデータストレージは

1 Tbit/inch2 を超える記録密度での書き込みを可能と

する次世代の記録方式として有望な記録方式である．

筆者らの研究グループでは LiTaO3単結晶を記録媒体

として用い，記録密度 4 Tbit/inch2 のデータ記録が行

えることを報告してきた．[1] 一方，本方式の実用化

を目指す上では，薄膜記録媒体の開発が必須である．

そこで現在は，大きな非線形誘電率を有しており，

高速な記録再生が行えると期待される PZT 薄膜に着

目し，提案方式における記録媒体への応用に関する

検討を行っている．[2] 今回は，異なる成膜温度の条

件下で作製した PZT 薄膜に対して走査型非線形誘電

率顕微鏡（SNDM）観察を行い，記録媒体としての

性能の評価を行った．また，パルス電圧の印加によ

るドット形状の分極反転ドメインの生成も行った． 
 
【実験と結果】RF スパッタ法により SrRuO3/SrTiO3

基板上に厚さ 130nmの(001)配向PZT薄膜を成膜温度

550℃～710℃の条件のもと成膜し，この薄膜につい

ての SNDM 観察を行った．Fig. 1 に観察結果を示す．

分極反転のためにプローブ電極を用いて+6 V および

−6 V の直流電圧を印加を行ったところ，分極反転に

よるコントラスト差を確認することができた．しか

しながら，710℃で成膜した薄膜では，分極が反転し

ていない領域も多く存在し，また粒界に強誘電性を

示さない領域が分布するなどといった，記録媒体と

して用いる際には問題となるような面内不均一性が

顕著に見られた． 
 一方，550～660℃で成膜した薄膜では，非反転領

域の割合が比較的小さく，明瞭な分極反転パターン

が得られた．特に 550℃で成膜した薄膜は今回作製し

た薄膜の中で最も高い S/N 比を有していた．そこで

この薄膜に対し，パルス電圧の印加によるナノドメ

インドットの書き込みを行った．パルス電圧 8-20 V
およびパルス幅 10 µs-1 ms の条件のもと生成したナ

ノドメインドットの SNDM 像を Fig. 2 に示す．この

像に示すように，直径 100 nm 程度の明瞭なナノドメ

インドットを再現性良く生成できることを確認した．

なお，今回作製した PZT 薄膜については，ナノドメ

インドットの書き込みに適した良好な表面状態を得

るために，イオンビームの照射による表面層の除去

も行っている．これについての詳細は講演会当日に

報告する． 
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Fig. 1 SNDM images of domain switching regions in 
PZT thin films deposited at (a) 550°C, (b) 600°C, 
(c) 660°C and (d) 710°C.

Fig. 2 Nanodomain dots written on the PZT film 
deposited at 550°C. 
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